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はじめに 

大規模集積回路の高速大容量通信の低消費電力

化に向け，シリコンプラットフォーム上における光

デバイスの集積が盛んに研究されている．当研究室

では，薄膜 InP を SiO2/Si に直接貼り付けをした

InP/SiO2/Si 上に MOVPE 法を用いて光デバイスの

作製及び集積する手法を提案してきた[1,2]．今回, 

InP/SiO2/Si 上におけるハイメサ形レーザの電界分

布についてシミュレーションを行い，適切な構造を

検討した． 

 

シミュレーションモデル 

電界分布をシミュレーションしたモデルを Fig.1

に示す．われわれは MOVPE法により成長した InP

薄膜と SiO2/Si 基板を直接貼り付けし，その基板上

にレーザ構造を成長している．さらにウエットエッ

チングによりハイメサ構造を形成しレーザ構造と

している．今回のモデルはその構造を基本としてい

る．シミュレーションにおいては，Rsoft CADを用

いて InP テンプレート膜厚と SiO2 厚の関係性を調

べた． 

 

結果 

図 2 に InP テンプレート厚１μm，SiO2厚２μm

の電界分布を示した．この図より活性層に強い電界

が閉じ込められているのが分かる．また表１より，

InPテンプレート膜厚が薄くなれば活性層と基板に

漏れるパワーが大きくなる．ガラス(SiO2)を薄くす

る場合は活性層に閉じ込められるパワーは大きく

なるが基板に漏れるパワーは小さくなることがわ

かる． 
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Fig. 1: Structure of SCH-MQW laser 

 

Fig 2: Electric field distribution of lasers 

 

 

Table 1: Relation between thickness and power of 

GaInAsP/GaInAsP SCH-MQW laser 
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